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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Інжекційно-термічні та рекомбінаційні процеси в багатобар'єрних А3В5 - навіпровідникових
випромінювачах інфрачервоного діапазону

2. Injection-thermal and recombination processes in semiconductor multibarrier A3B5 emitters of infra-red
spectral range

Реферат:
1. Досліджено вплив інжекційно-термічних процесів на фізичні параметри напівпровідникових ІЧ -
випромінювачів на основі сполук GaInAs, InAsSbР, GaInAsSb. Встановлено взаємозв'язок теплових і
рекомбінаційних процесів у випромінювачах ІЧ - діапазону. Експериментально встановлено та теоретично
обґрунтовано підвищення ймовірності процесів оже-рекомбінації зі зростанням струмового перегріву
активної області випромінювачів. Встановлено залежність температури струмового перегріву від величини
енергетичних бар'єрів на гетерограниці в випромінювачах на основі одиночних і подвійних гетероструктур з
активною GaInAsSb областю та від молярного складу активної області в випромінювачах на основі GaInAs.
Досліджено процеси деградації основних функціональних параметрів випромінювачів ІЧ-діапазону в
процесі тривалої роботи. Встановлено, що причиною аномальної деградації ІЧ-випромінювачів є



конкуренція каналів лінійної рекомбінації через дві групи центрів (стабільні та нестабільні) при слабкій
ефективності каналу оже-рекомбінації.

2. The influence of injection-thermal processes on the physical parameters of semiconductor IR- emitters on the
basis of the semiconductors InGaAs, InAsSbP, GaInAsSb is investigated. The mutual influence of thermal and
recombination processes in semiconductor IR - emitters is analyzed. The decrease of the quantum efficiency of IR-
emitters with the growth of injection current is experimentally established. It is caused by the rise of the Auger-
processes probability. It is shown that the temperature of overheating depends on the height of the energy
barriers at the heteroboundary both in single- and double- heterostructures. The higher values of overheating
temperatures in double heterostructures are caused by the higher rate of Auger recombination due to larger band
breaks in these structures. The influence of the mismatch dislocations in heterostructures on the quantum
efficiency of IR - emitters was analyzed. Mechanisms and kinetics of injection-thermal degradation of the basic
functional parameters of emitters have been studied. The reason of anomalous degradation of IR - emitters is the
interplay of two groups of centers (stable and unstable) at the low efficiency of Auger recombination.
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